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(57)【要約】
【課題】  走査線等との間に存在する寄生容量にデータ
線の持つ抵抗成分を通して充電しながら画素回路への電
流の書き込みを行うと、その書き込みに長い時間を要す
ることになるため、走査線の選択時間を長く設定せざる
を得なくなる。
【解決手段】  電流書き込み型画素回路１１を用いたア
クティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置において、フレ
ーム周期を複数のサブフレームに分割して画素回路１１
ごとに、走査線駆動回路１４の駆動による輝度情報の書
き込みおよび消灯線駆動回路１５の駆動による消灯の駆
動制御を行い、複数のサブフレームの輝度の平均によっ
て１つの画素の輝度を決定するようにする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  電気光学素子を有するとともに、輝度情
報を書き込む書き込み手段とこの書き込み手段によって
書き込まれた輝度情報に基づいて点灯状態にある前記電
気光学素子を消灯状態にする消灯手段とを持つ画素回路
がマトリクス状に配置されてなる画素部と、
フレーム周期を複数のサブフレームに分割してこれら複
数のサブフレームの輝度の平均によって１つの画素の輝
度を決定すべく前記複数の画素回路を駆動する駆動手段
とを備えたことを特徴とするアクティブマトリクス型表
示装置。
【請求項２】  前記駆動手段は、前記消灯手段による前
記電気光学素子の消灯と前記書き込み手段による輝度情
報の書き込みとのタイミングを、平均輝度を決定する複
数のサブフレーム間において、少なくとも１つのサブフ
ィールドが他のサブフィールドのタイミングと異なるよ
うに設定することを特徴とする請求項１記載のアクティ
ブマトリクス型表示装置。
【請求項３】  前記画素回路は、輝度情報の書き込みを
電流値の形で行う電流書き込み型画素回路であることを
特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス型表示
装置。
【請求項４】  電気光学素子を有するとともに、輝度情
報を書き込む書き込み手段と、この書き込み手段によっ
て書き込まれた輝度情報に基づいて点灯状態にある前記
電気光学素子を消灯状態にする消灯手段とを持つ画素回
路がマトリクス状に配置されてなるアクティブマトリク
ス型表示装置において、
フレーム周期を複数のサブフレームに分割して前記画素
回路ごとに前記書き込み手段および前記消灯手段を駆動
し、
前記複数のサブフレームの輝度の平均によって１つの画
素の輝度を決定することを特徴とするアクティブマトリ
クス型表示装置の駆動方法。
【請求項５】  第１、第２の電極およびこれら電極間に
発光層を含む有機層を有する有機エレクトロルミネッセ
ンス素子を有するとともに、輝度情報を書き込む書き込
み手段とこの書き込み手段によって書き込まれた輝度情
報に基づいて点灯状態にある前記有機エレクトロルミネ
ッセンス素子を消灯状態にする消灯手段とを持つ画素回
路がマトリクス状に配置されてなる画素部と、
フレーム周期を複数のサブフレームに分割してこれら複
数のサブフレームの輝度の平均によって１つの画素の輝
度を決定すべく前記複数の画素回路を駆動する駆動手段
とを備えたことを特徴とするアクティブマトリクス型有
機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】  前記駆動手段は、前記消灯手段による前
記有機エレクトロルミネッセンス素子の消灯と前記書き
込み手段による輝度情報の書き込みとのタイミングを、
平均輝度を決定する複数のサブフレーム間において、少*
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*なくとも１つのサブフィールドが他のサブフィールドの
タイミングと異なるように設定することを特徴とする請
求項５記載のアクティブマトリクス型有機エレクトロル
ミネッセンス表示装置。
【請求項７】  前記画素回路は、輝度情報の書き込みを
電流値の形で行う電流書き込み型画素回路であることを
特徴とする請求項５記載のアクティブマトリクス型有機
エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】  第１、第２の電極およびこれら電極間に
発光層を含む有機層を有する有機エレクトロルミネッセ
ンス素子を有するとともに、輝度情報を書き込む書き込
み手段とこの書き込み手段によって書き込まれた輝度情
報に基づいて点灯状態にある前記有機エレクトロルミネ
ッセンス素子を消灯状態にする消灯手段とを持つ画素回
路がマトリクス状に配置されてなるアクティブマトリク
ス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
フレーム周期を複数のサブフレームに分割して前記画素
回路ごとに前記書き込み手段および前記消灯手段を駆動
し、
前記複数のサブフレームの輝度の平均によって１つの画
素の輝度を決定することを特徴とするアクティブマトリ
クス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、画素ごとに能動素
子を有して当該能動素子によって画素単位で表示制御が
行われるアクティブマトリクス型表示装置およびその駆
動方法に関し、特に流れる電流によって輝度が変化する
電気光学素子を画素の表示素子として用いるアクティブ
マトリクス型表示装置、電気光学素子として有機材料の
エレクトロルミネッセンス(以下、有機ＥＬ(electrolum
inescence)と記す)素子を用いるアクティブマトリクス
型有機ＥＬ表示装置およびそれらの駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】画像表示装置、例えば画素の電気光学素
子として液晶セルを用いた液晶表示装置においては、多
数の画素をマトリクス状に配列し、表示すべき画像情報
に応じて画素ごとに光強度を制御することによって画像
の表示駆動が行われるようになっている。この表示駆動
は、画素の電気光学素子として有機ＥＬ素子を用いた有
機ＥＬ表示装置でも同様である。
【０００３】ただし、有機ＥＬ表示装置の場合には、画
素の表示素子として発光素子を用いる、いわゆる自発光
型の表示装置であるため、液晶表示装置に比べて画像の
視認性が高い、バックライトが不要、応答速度が速い等
の利点を有する。また、各発光素子の輝度がそれに流れ
る電流値によって制御される、即ち有機ＥＬ素子が電流
制御型であるという点で、液晶セルが電圧制御型である
液晶表示装置とは大きく異なる。
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【０００４】有機ＥＬ表示装置においては、液晶表示装
置と同様に、その駆動方式として単純（パッシブ）マト
リクス方式とアクティブマトリクス方式とを採ることが
できる。ただし、前者は構造が単純であるものの、大型
かつ高精細の表示装置の実現が難しいなどの問題があ
る。このため、近年、画素内部の発光素子に流れる電流
を、同様に画素内部に設けた能動素子、例えば絶縁ゲー
ト型電界効果トランジスタ（一般には、薄膜トランジス
タ(Thin Film Transistor;ＴＦＴ)によって制御するア
クティブマトリクス方式の開発が盛んに行われている。
【０００５】単純マトリクス方式では各発光素子が選択
された瞬間にのみ発光するのに対して、このアクティブ
マトリクス方式は、各画素における有機ＥＬ素子の発光
を１フレーム期間に亘って保持できるため、単純マトリ
クス方式に比べて発光素子のピーク輝度、ピーク電流を
下げられるなどの観点から、ディスプレイの大型化・高
精細化・高輝度化に適した方式と言える。
【０００６】ところで、アクティブマトリクス型有機Ｅ
Ｌ表示装置において、各画素の輝度制御を行うための画
素回路では、能動素子として、ガラス基板上に形成され
たＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を用いるのが一般的であ
る。ところが、このＴＦＴの形成に使用されるアモルフ
ァスシリコン（非晶質シリコン）やポリシリコン（多結
晶シリコン）は、単結晶シリコンに比べて結晶性が悪
く、導電機構の制御性が悪いため、形成されたＴＦＴは
特性のばらつきが大きいことが知られている。
【０００７】特に、比較的大型のガラス基板上にポリシ
リコンＴＦＴを形成する場合には、ガラス基板の熱変形
等の問題を避けるため、通常、アモルファスシリコン膜
の形成後、レーザアニール法によって結晶化が行われ
る。しかしながら、大きなガラス基板に均一にレーザエ
ネルギーを照射することは難しく、ポリシリコンの結晶
化の状態が基板内の場所によってばらつきを生ずること
が避けられない。この結果、同一基板上に形成したＴＦ
Ｔでも、そのしきい値Ｖｔｈが画素によって数百ｍＶ、
場合によっては１Ｖ以上ばらつくこともまれではない。
【０００８】したがって、画素回路として従来一般的に
用いられていた、輝度情報の書き込みを電圧値の形で行
う電圧書き込み型画素回路の場合には、例えば異なる画
素に対して同じ電位を書き込んでも、画素によってＴＦ
Ｔのしきい値Ｖｔｈがばらつくことになるため、有機Ｅ
Ｌ素子に流れる電流が画素ごとに大きくばらついて発光
輝度がばらつく結果となり、表示装置として高い画質を
期待することはできない。このことは、しきい値Ｖｔｈ
のみではなく、キャリアの移動度μなどのばらつきにつ
いても同様のことが言える。
【０００９】そこで、本願出願人は、画素回路として電
圧書き込み型画素回路に代えて、輝度情報の書き込みを
電流値の形で行う電流書き込み型画素回路を用いること
により、発光輝度のばらつきを補償し、高画質の画像表
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示を可能としたアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装
置を提案している（特開２００１－６００７６号公報等
を参照）。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】このように、電流書き
込み型画素回路を用いたアクティブマトリクス型有機Ｅ
Ｌ表示装置において、低階調レベルの輝度データを書き
込むときには、データ線を通して小さな電流値の電流を
画素回路に書き込む必要がある。ここで、データ線は走
査線などとの間に寄生容量を持っている。したがって、
この寄生容量にデータ線の持つ抵抗成分を通して充電し
ながら画素回路への電流の書き込みを行うことになる。
【００１１】このため、電流書き込み型画素回路を用い
たアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置では、小さ
な電流値の電流の書き込みを行う際に、その書き込みに
長い時間を要することになる。したがって、走査線の選
択時間を長く設定せざるを得なくなり、走査線の本数が
制限される。換言すれば、走査線を増やして高解像度化
を図ることが難しくなる。また、書き込み時間が不足し
た場合には、黒レベルを完全に書き込めないことにな
り、現象的には、黒を書いたつもりの画素も実際は弱く
発光することになるため、コントラスト比が小さくなっ
てしまうという課題があった。
【００１２】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの
であり、その目的とするところは、電流書き込み型画素
回路を用いた場合において、多階調の表示が可能でかつ
コントラスト比を大きくできるとともに、走査線本数の
増加に伴う高解像度化を可能としたアクティブマトリク
ス型表示装置およびアクティブマトリクス型有機ＥＬ表
示装置、並びにそれらの駆動方法を提供することにあ
る。
【００１３】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明では、電気光学素子を有するとともに、輝度
情報を書き込む書き込み手段と、この書き込み手段によ
って書き込まれた輝度情報に基づいて点灯状態にある電
気光学素子を消灯状態にする消灯手段とを持つ画素回路
がマトリクス状に配置されてなるアクティブマトリクス
型表示装置において、フレーム周期を複数のサブフレー
ムに分割して画素回路ごとに書き込み手段および消灯手
段を駆動し、複数のサブフレームの輝度の平均によって
１つの画素の輝度を決定する構成を採っている。
【００１４】上記構成のアクティブマトリクス型表示装
置または電気光学素子として有機ＥＬ素子を用いたアク
ティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置において、フレー
ム周期を例えば２つのサブフレーム（または、フィール
ド）に分割し、例えば前半のサブフレームで低輝度側の
表示を行い、後半のサブフレームで高輝度側の表示を行
うことで、高輝度と同程度の輝度情報の書き込みで低輝
度が得られる。これにより、小さな電流値の電流による
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輝度情報の書き込みが必要なくなり、大きな電流値の電
流での輝度情報の書き込みとなるため、画素への輝度情
報の書き込みが短時間で終了する。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】図１は、本発明の一実施形態に係るアクテ
ィブマトリクス型表示装置の概略構成図である。ここで
は、各画素の電気光学素子として有機ＥＬ素子を、能動
素子として電界効果トランジスタ、例えばポリシリコン
ＴＦＴをそれぞれ用い、ポリシリコンＴＦＴを形成した
基板上に有機ＥＬ素子を形成してなるアクティブマトリ
クス型有機ＥＬ表示装置に適用した場合を例に採って説
明するものとする。
【００１７】図１において、電流書き込み型画素回路１
１がマトリクス状にｍ列ｎ行分だけ配置されている。こ
れら画素回路１１の各々に対して、各行ごとに走査線１
２－１～１２－ｎと消灯線１３－１～１３－ｎとが配線
されている。そして、画素部の例えば左側には走査線１
２－１～１２－ｎを駆動するための走査線駆動回路１４
が、画素部の例えば右側には消灯線１３－１～１３－ｎ
を駆動するための消灯線駆動回路１５がそれぞれ設けら
れている。なお、走査線駆動回路１４と消灯線駆動回路
１５との配置は全く逆の関係であっても良く、また同じ
側（画素部の左側のみ、または右側のみ）に配置するこ
とも可能である。
【００１８】走査線駆動回路１４は例えばシフトレジス
タによって構成され、タイミングジェネレータ１６で生
成される垂直スタートパルスＶＳＰ１が与えられること
で、同じくタイミングジェネレータ１６で生成される垂
直クロックパルスＶＣＫに同期して順次走査パルスＷＳ
(Write Scan)－１～ＷＳ－ｎを順次出力して走査線１２
－１～１２－ｎを駆動する。
【００１９】消灯線駆動回路１５も例えばシフトレジス
タによって構成され、タイミングジェネレータ１６で生
成される垂直スタートパルスＶＳＰ２が与えられること
で、同じくタイミングジェネレータ１６で生成される垂
直クロックパルスＶＣＫに同期して順次消灯パルスＥＳ
(Erase Scan)－１～ＥＳ－ｎを順次出力して消灯線１３
－１～１３－ｎを駆動する。走査パルスＷＳと消去パル
スＥＳとのタイミング関係については後述する。
【００２０】画素回路１１の各々に対して、各列ごとに
データ線１７－１～１７－ｍが配線されている。これら
データ線１７－１～１７－ｍの各一端は、データ線駆動
回路１８の各列の出力端に接続されている。このデータ
線駆動回路１８は、データ線１７－１～１７－ｍを通し
て画素回路１１の各々に対して輝度情報を電流値の形で
書き込む電流書き込み型の駆動回路構成となっている。
【００２１】図２は、電流書き込み型画素回路１１の具
体的な回路構成の一例を示す回路図である。なお、ここ
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では、回路構成の一例を示しているに過ぎず、電流書き
込み型画素回路１１としては、以下に説明する回路構成
のものに限られるものではなく、ＴＦＴの導電型などを
含めて種々の改変が可能である。
【００２２】図２に示すように、本例に係る電流書き込
み型画素回路は、カソードが第１の電源（例えば、負電
源ＶＳＳ）に接続された有機ＥＬ素子２１と、ドレイン
が有機ＥＬ素子２１のアノードに、ソースが第２の電源
（例えば、グランドＧＮＤ）にそれぞれ接続されたＰチ
ャネルＴＦＴ２２と、このＴＦＴ２２のゲートと第２の
電源との間に接続されたキャパシタ２３と、ソースがデ
ータ線１７（１７－１～１７ｍ）に、ゲートが走査線１
２（１２－１～１２－ｎ）にそれぞれ接続されたＮチャ
ネルＴＦＴ２４と、ドレインがＴＦＴ２４のドレイン
に、ソースが第２の電源に、ゲートがＴＦＴ２２のゲー
トにそれぞれ接続されたＰチャネルＴＦＴ２５と、ソー
スがＴＦＴ２５のドレインに、ドレインがＴＦＴ２２の
ゲートに、ゲートが消灯線１３（１３－１～１３－ｎ）
にそれぞれ接続されたＮチャネルＴＦＴ２６とを有する
構成となっている。
【００２３】上記構成の電流書き込み型画素回路１１に
おいて、ＴＦＴ２４およびＴＦＴ２６はアナログスイッ
チとしての機能を持つ。ＴＦＴ２５は、書き込む輝度情
報に応じた電流を電圧に変換する機能を持つ。キャパシ
タ２３は、ＴＦＴ２５で電流から電圧に変換された輝度
情報を保持する機能を持つ。ＴＦＴ２２は、キャパシタ
２３に保持された輝度情報を電圧から再び電流に変換
し、この変換した電流を有機ＥＬ素子２１に流す機能を
持つ。また、ＴＦＴ２５とＴＦＴ２２とはカレントミラ
ー回路を形成している。
【００２４】続いて、有機ＥＬ素子の構造の一例につい
て説明する。図３に、有機ＥＬ素子の断面構造を示す。
同図から明らかなように、有機ＥＬ素子は、透明ガラス
などからなる基板３１上に、透明導電膜からなる第１の
電極（例えば、陽極）３２を形成し、その上にさらに正
孔輸送層３３、発光層３４、電子輸送層３５および電子
注入層３６を順次堆積させて有機層３７を形成した後、
この有機層３７の上に金属からなる第２の電極（例え
ば、陰極）３８を形成した構成となっている。そして、
第１の電極３２と第２の電極３８との間に直流電圧Ｅを
印加することで、発光層３４において電子と正孔が再結
合する際に発光するようになっている。
【００２５】上記構成の本実施形態に係るアクティブマ
トリクス型有機ＥＬ表示装置において、本発明の特徴と
するところは、電流書き込み型画素回路１１（図２を参
照）が有機ＥＬ素子２１を強制的に消灯させるためのＴ
ＦＴ２６を有する一方、画素回路１１の各々に対して各
行ごとに消灯線１３－１～１３－ｎを配線するととも
に、これら消灯線１３－１～１３－ｎを駆動するための
消灯線駆動回路１５を設け、走査線駆動回路１４から順



(5) 特開２００３－１５６０５

10

20

30

40

50

7
次出力される走査パルスＷＳ－１～ＷＳ－ｎに対して適
当なタイミングで消灯線駆動回路１５から消灯パルスＥ
Ｓ－１～ＥＳ－ｎを順次出力するようにした点にある。
【００２６】ここで先ず、電流書き込み型画素回路１１
における基本的な動作について、図２の画素回路図を用
いて説明する。
【００２７】輝度情報の書き込みは、図１の走査線駆動
回路１４から走査パルスＷＳ（ＷＳ１～ＷＳｎ）が出力
され、走査線１２が選択された状態で、データ線１７を
通して輝度情報が電流の形で供給されることによって行
われる。すなわち、走査線１２が選択されることで、Ｔ
ＦＴ２４がオン状態となってデータ線１７から電流輝度
情報を取り込む。この電流輝度情報は、ＴＦＴ２５によ
って電圧に変換されてキャパシタ２３に保持される。
【００２８】そして、キャパシタ２３に保持された電圧
輝度情報がＴＦＴ２２によって電流に変換され、有機Ｅ
Ｌ素子２１に供給される。これにより、有機ＥＬ素子２
１は、ＴＦＴ２２の駆動制御によって供給される電流輝
度情報に応じた輝度で点灯（発光）する。この書き込ま
れた輝度情報は、走査線１２が非選択となった後もキャ
パシタ２３に保持される。したがって、有機ＥＬ素子２
１はその保持された電圧輝度情報に応じた輝度で点灯状
態を持続する。
【００２９】有機ＥＬ素子２１の点灯が持続している状
態において、消灯線駆動回路１５から消灯パルスＥＳ
（ＥＳ－１～ＥＳ－ｎ）が出力され、消灯線１３が選択
されると、ＴＦＴ２６がオン状態となる。これにより、
キャパシタ２３に保持されていた電圧輝度情報（電荷）
がＴＦＴ２６を通して放電される。そして、ＴＦＴ２２
のゲート-ソース間電位がしきい値を下回ると、ＴＦＴ
２２がオフ状態となって有機ＥＬ素子２１に流れる電流
を遮断する。その結果、点灯状態にあった有機ＥＬ素子
２１が消灯状態に移行する。
【００３０】この電流書き込み型画素回路１１における
基本的な動作を踏まえて、本実施形態に係るアクティブ
マトリクス型有機ＥＬ表示装置の特徴となる動作につい
て、図４のタイミングチャートを用いて説明する。
【００３１】ここでは、ｋ行、ｌ列目の画素（ｋ，ｌ）
に着目してその動作について説明する。図４は、ｋ行目
の走査線１２－ｋ（図中、走査線ｋと記す）とｌ列目の
データ線１７－ｌ（図中、データ線ｌと記す）とによっ
て画素（ｋ，ｌ）に対して電流輝度情報を書き込む場合
において、走査線ｋの電圧波形とデータ線ｌの電流波形
およびｋ行目の消灯線１３－ｋ（図中、消灯線ｋと記
す）の電圧波形を示すタイミングチャートである。
【００３２】図４のタイミングチャートでは、一例とし
て、フレーム周期Ｔの前半のサブフレーム（または、フ
ィールド）で低輝度側の表示を行い、後半のサブフレー
ムで高輝度側の表示を行う場合のタイミング関係を示し
ている。
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【００３３】先ず、前半のサブフレームにおいて、走査
パルスＷＳ－ｋのパルス幅ｔ１は、低輝度情報の書き込
み時間に相当し、この書き込み時間ｔ１で画素（ｋ，
ｌ）に対して低階調側輝度情報がデータ線ｌを通して書
き込まれる。また、その書き込まれた輝度情報が図２の
キャパシタ２３に保持されることで、有機ＥＬ素子２１
の点灯状態が持続する。
【００３４】この低階調側輝度情報の書き込み開始タイ
ミングから時間ｔ２が経過した時点で消灯パルスＥＳ－
ｋが消灯線ｋに与えられることにより、図２のＴＦＴ２
６がオン状態となってキャパシタ２３に保持されていた
低輝度情報に基づく電荷を放電する。その結果、点灯状
態にあった有機ＥＬ素子２１が消灯状態に移行する。こ
れにより、走査パルスＷＳ－ｋの発生タイミングから消
灯パルスＥＳ－ｋの発生タイミングまでの期間ｔ２にお
いて、有機ＥＬ素子２１が輝度Ｌ１で点灯することにな
る。
【００３５】次に、後半のサブフレームにおいて、走査
パルスＷＳ－ｋのパルス幅ｔ３は、高輝度情報の書き込
み時間に相当し、この書き込み時間ｔ３で画素（ｋ，
ｌ）に対して高階調側輝度情報がデータ線ｌを通して書
き込まれる。また、その書き込まれた輝度情報が図２の
キャパシタ２３に保持されることで、有機ＥＬ素子２１
の点灯状態が持続する。
【００３６】この高階調側輝度情報の書き込み開始タイ
ミングから時間ｔ４が経過した時点で消灯パルスＥＳ－
ｋが消灯線ｋに与えられることにより、図２のＴＦＴ２
６がオン状態となってキャパシタ２３に保持されていた
高輝度情報に基づく電荷を放電する。その結果、点灯状
態にあった有機ＥＬ素子２１が消灯状態に移行する。こ
れにより、走査パルスＷＳ－ｋの発生タイミングから消
灯パルスＥＳ－ｋの発生タイミングまでの期間ｔ４にお
いて、有機ＥＬ素子２１が輝度Ｌ２で点灯することにな
る。
【００３７】上述したように、電流書き込み型画素回路
１１を用いたアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置
において、フレーム周期Ｔの前半のサブフレームで低輝
度側の表示を行い、後半のサブフレームで高輝度側の表
示を行う駆動制御を行うと、フレーム周期Ｔの期間で得
られる画素（ｋ，ｌ）の平均輝度Ｌは、
Ｌ＝（Ｌ１・ｔ２＋Ｌ２・ｔ４）／Ｔ    ……（１）
となる。
【００３８】ここで、例えばｔ４＝１００ｔ２とすれ
ば、上記（１）式から、
Ｌ２＝０のとき、Ｌ＝Ｌ１・ｔ２／Ｔ
Ｌ１＝０のとき、Ｌ＝１００Ｌ２・ｔ２／Ｔ
となり、同じ輝度情報の書き込みでも１００倍の平均輝
度Ｌの差を得ることができる。すなわち、高輝度と同程
度の輝度情報の書き込みで低輝度を得ることができる。
したがって、小さな電流値の電流（低電流）による輝度
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情報の書き込みが必要なくなる、換言すれば画素に低輝
度情報を書き込む必要がなくなる。
【００３９】このように、画素に低輝度情報の書き込み
を行わなくても低輝度の表示を行えることで、大きな電
流値の電流での輝度情報の書き込みとなるため、画素へ
の輝度情報の書き込みが短時間で終了する。これによ
り、より正確な低輝度の表示ができ、多階調の表示が可
能になり、しかも黒レベルについても完全に書き込める
ことになるためコントラスト比を大きくできる。また、
輝度情報の書き込みが短時間で終了することで、同一の
フレーム周期の中に輝度情報の書き込み時間を多数持つ
ことができるため、走査線の本数を増やすことができ、
その結果、高解像度化を図ることができる。
【００４０】なお、図４のタイミングチャートに示した
動作例において、パルス幅ｔ１とパルス幅ｔ３とは同一
であって、異なっていても良い。
【００４１】図４のタイミングチャートに示した動作例
では、フレーム周期Ｔの前半のサブフレームで低輝度側
の表示を行い、後半のサブフレームで高輝度側の表示を
行うようにしたが、フレーム周期Ｔの後半のサブフレー
ムで低輝度側の表示を行い、前半のサブフレームで高輝
度側の表示を行うことも可能である。また、フレーム周
期Ｔを前半、後半の２つのサブフレームに分割する例に
限定されるものではなく、フレーム周期Ｔを３つ以上の
サブフレームに分割し、それらの輝度の平均をとること
によって輝度を表現することも可能である。
【００４２】また、全走査線に亘って低輝度情報の表示
と高輝度情報の表示とを同じサブフレームで行うことも
可能であり、さらに１つまたは複数の隣り合う走査線ご
とに同じサブフレーム内で低輝度情報の表示と高輝度情
報の表示とを交互に行うようにすることも可能である。
要は、フレーム周期Ｔを複数のサブフレームに分割して
画素回路ごとに輝度情報の書き込みおよび消灯駆動を行
い、複数のサブフレームの輝度の平均によって１つの画
素の輝度を決定する構成であれば良い。
【００４３】なお、上記実施形態では、電流書き込み型
画素回路を用いたアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示
装置に適用した場合を例に採って説明したが、フレーム
周期Ｔを複数のサブフレームに分割し、これら複数のサ
ブフレームの輝度の平均をとることによって１つの画素
の輝度を決定する考え方は、点灯状態にある有機ＥＬ素
子を強制的に消灯状態にする消灯手段を持つものであれ
ば、輝度情報を電圧値の形で書き込む電圧書き込み型画
素回路を用いたアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装*
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*置にも適用可能である。
【００４４】また、上記実施形態においては、画素の発
光素子として有機ＥＬ素子を、能動素子としてポリシリ
コン薄膜トランジスタをそれぞれ用い、ポリシリコン薄
膜トランジスタを形成した基板上に有機ＥＬ素子を形成
してなるアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置に適
用する場合を例に採って説明したが、本発明はこれに限
られるものではなく、画素の発光素子として、流れる電
流によって輝度が変化する電流制御型の電気光学素子を
用いるアクティブマトリクス型表示装置全般に適用可能
である。
【００４５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
フレーム周期を複数のサブフレームに分割して画素回路
ごとに輝度情報の書き込みおよび消灯駆動を行い、複数
のサブフレームの輝度の平均によって１つの画素の輝度
を決定することにより、高輝度と同程度の輝度情報の書
き込みで低輝度を得ることができ、小さな電流値の電流
による輝度情報の書き込みが必要なくなり、大きな電流
値の電流での輝度情報の書き込みとなるため、画素への
輝度情報の書き込みが短時間で終了する。これにより、
より正確な低輝度の表示ができ、多階調の表示が可能に
なるとともに、コントラスト比を大きくでき、しかも輝
度情報の書き込みが短時間で終了することで、同一のフ
レーム周期の中に輝度情報の書き込み時間を多数持つこ
とができ、走査線の本数を増やすことができるため高解
像度化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るアクティブマトリク
ス型表示装置の概略構成図である。
【図２】電流書き込み型画素回路の具体的な回路構成の
一例を示す回路図である。
【図３】有機ＥＬ素子の構造の一例を示す断面構造図で
ある。
【図４】画素（ｋ，ｌ）に電流輝度情報を書き込む際の
走査線ｋの電圧波形とデータ線ｌの電流波形および消灯
線ｋの電圧波形を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
１１…電流書き込み型画素回路、１２，１２－１～１２
－ｎ…走査線、１３，１３－１～１３－ｎ…消去線、１
４…走査線駆動回路、１５…消去線駆動回路、１６…タ
イミングジェネレータ、１７，１７－１～１７－ｍ…デ
ータ線、１８…データ線駆動回路
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